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® Hochfrequenz-Schnittstellefur Dual-Standard Basisband-Chips 

© Es wird ein SignalbussystemfOr die Signalubertragung 
zwischen der Basisbandseite und der Hochfrequenzseite 
von Mobilfunkgeraten vorgestellt Das Signal bussystem 
umfaSt eine erste Gruppe von Signalleitungen zur Uber- . 
tragung von UMTS-Sendesignalen, sowie eine zweite 
Gruppe von Signalleitungen zur Ubertragung von UMTS- 
Empfangssignalen. Bei den vorgestellten Schnittstellen- 
Konfigurationen werden GSM-Sendesignale und/oder 
GSM>Ernpfangssigna!e uber mindestens eine der beiden 
Gruppen von Signalleitungen ubertragen. 
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Beschrabung &esa beiden Gruppen von Signalleitungen iibertragen Da- 

£68 ,SS«Ja!« 

g*.— a^.pSES. I55 , 5i3f£^S«S5X:5 

[0002] Das GSM-Svstem ist der hpmi„ f n, , '° hMhf ^ uenzseitl g e n Bauelemente weiter verkleinem. Dies 

D/A-Wandlung verantwortlkh is! und eLt H^hfr OSM-Empfangssignale von der Hochfrequenzseite zur Ba- 

quenz-Chip, I S^SSS^^S-SS: ^^-^GruppevonSi^eitungenzu 

differentieller Ausfiihnmg der sSKrtnfc 4 P h. fo R h a ? PP6 T D t f. tenIeltun g en " be ^n werden. 

r0OO41 Haf r«vr «!„ , aenaeptaa DenotigL tig OSM-Sendesignale und GSM-Empfanessienale iibertra- 

derselben Hardwareblocke zu ermog Sen wird d 2 SUtf?,^ 61 " M ° mt0nn S der "ndiegenden 

TDM a _Vot-foK ™ ... ~. ™ g . . .'. dai ^T^-^endestationendurchzufuhren.AuchimirMTX-Rp. 

[0005] Da sich eleiehreirtop* «{ P „H»„ c t [m f ] Bei e,ner zwelte n Ausfuhrungsform der Erfindung 

dem hie be^htete S Sl E ™P { ™&™ m werden die GSM-Sendesignale von der Basisbandseite zur 

m,'.i miaxsns t - tessSSSe 
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Ausfuhrungsform rnoglich. Auch die simultane wechselsei- 
tige Ubermittlung von UMTS-Sende- und Empfangssigna- 
len ist rnoglich. Wahrend des UMTS-Sendebetriebs kann 
ein Suchbelrieb im GSM-Modus durchgefuhrt werden, weil 
der UMTS-Sendebetrieb uber die erste Gruppe und der 5 
GSM-Empfangsbetrieb iiber die zweite Gruppe von Daten- 
leitungen durchgefuhrt wird. 

'[0017] Ein. Konflikt ware hier ledigiich fur den Fall eines 
GSM-Sendebetriebs bei gleichzeitigern UMTS-Empfang 
denkbar, weil hier beide Datenubertragungen iiber die 10 
zweite Gruppe von Signalleitungen ablaufen. Allerdings 
kann man sich hier zunutze machen, daB es sich bei GSM 
um ein Zeitschlitzverfahren handelt, wobei nicht alle Zeit- 
schlitze fur die GSM-Signaliibertragung genutzt werden. 
Wahrend der nicht belegten Zeitschlitze konnen UMTS- 15 
Empfangssignale iiber die zweite Gruppe von Signalleitun- 
gen ubertragen werden. Auf diese Weise kann auch wahrend 
eines GSM-Sendebetriebs ein UMTS-Empfang stattfinden, 
und dadurch ist es auch wahrend des GSM-Betriebs rnog- 
lich, die Signalstarken der umliegenden UMTS-Sender zu 20 
verfolgen. Auch bei dieser dritten Ausfuhrungsform der Er- 
findung konnen auf Hochfrequenzseite GSM-Bausteine ver- 
wendet werden, bei denen fUr den GSM-Sende- und Emp- 
fangspfad nur eine gemeinsame, im Muitiplexbetrieb arbei- 
tende Inphase-/Quadratur-Schnittstelle vorgesehen ist. 25 
[0018] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die Signalleitun- 
gen als difFerentielle Signalleitungen ausgefuhrt sind. Bei 
der differentiellen Signaliibertragung sind fur jedes zu iiber- 
tragende Signal zwei Datenleitungen vorgesehen, wobei 
sich das eigentiiche Signal aus der Differenz der beiden 30 
iibertragenen Datenwerte ergibt. Eine auf beide Datenleitun- 
gen einwirkende Storung wird dabei durch die Differenzbil- 
dung eliminiert und beeintrachtigt die Signaliibertragung 
nicht. 

[0019] Es ist von Vorteil, wenn die Basisbandseite einen 35 
Basisbandbaustein umfaBt, der sowohl GSM- als auch 
UMTS-Signale senden und empfangen kann. Auf einem 
derartigen inlegrierten Basisbandbaustein sind sowohl die 
basisbandseitigen GSM-Sende- und Empfangspfade als 
auch die basisbandseitigen UMTS-Sende- und Empfangs- 40 
pfade implementiert. Dadurch wird auf Basisbandseite nur 
ein einziger Chip benotigt, was einen platzsparenden und 
kostengunstigen Aufbau des Mobilfunkgerats ermoglicht. 
[0020] GemaB einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungs- 
form der Erfindung umfaBt die Hochfrequenzseite minde- 45 
stens einen UMTS-Hochfrequenzbaustein sowie mindestens 
einen GSM-Hochfrequenzbaustein. Bei einer derartigen Lo- 
sung ist es insbesondere von Vorteil, daB bereits vorhandene 
GSM-Hochfrequenzbausteine eingesetzt werden konnen. 
[0021] Es ist von Vorteil, wenn wahrend der Ubertragung 50 
von GSM-Signalen der hochfrequenzseitige UMTS-Sende- 
und/oder Empfangspfad vom Ubertragungspfad entkoppelt 
ist. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, daB die 
GSM-Ubertragung nicht durch UMTS-Sende- und/oder 
Empfangskomponenten gestort wird. 55 
[0022] Dabei ist es insbesondere vorteiihaft, wahrend der 
Ubertragung von GSM-Signalen die Anschlusse des minde- 
stens einen UMTS-Hochfrequenzbausteins hochohmig zu 
schalten. Dazu werden die Anschlusse des UMTS-Hochfre- 
quenzbausteins in Tristate-Technik ausgefuhrt. Im hochoh- 60 
migen Zustand beeinfluBt bzw. stort der UMTS-Hochfre- 
quenzbaustein die Ubertragung von GSM-Signalen nicht. 
[0023] Altemativ dazu ist es von Vorteil, den mindestens 
einen UMTS-Hochfrequenzbaustein wahrend der Ubertra- 
gung von GSM-Signalen abzuschalten. Dies kann durch In- 65 
aktivierung einzelner Module (Power-Down-Modus) erfol- 
gen. Durch diese MaBnahmcn kann sichergestellt werden, 
daB der UMTS-Hochfrequenzbausrein die GSM-Signal- 
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ubertragung nicht stort. AuBerdem kann mit dieser MaB- 
nahme die Leistungsaufnahme durch den Schnittstellen- 
Chipsatz abgesenkt werden. Dadurch wird die Belastung der 
Handy-Batterie verringert, und langere Einschalt- und 
Standby-Zeiten werden rnoglich. 

[0024] GemaB einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungs- 
form der Erfindung ist der hochfrequenzseitige GSM- 
Sende- und/oder Empfangspfad wahrend der Obertragung 
von UMTS-Signalen vom Obertragungspfad entkoppelt. Zu 
diesem Zweck konnen die Anschlusse des mindestens einen 
GSM-Hochfrequenzbausteins hochohmig geschaltet wer- 
den. Die Entkopplung kann auch dadurch erreicht werden, 
daB der mindestens eine GSM-Hochfrequenzbaustein wah- 
rend der Ubertragung von UMTS-Signalen abgeschaltet 
wird, wodurch zusatzlich die Leistungsaufnahme verringert 
wird. All diese MaBnahmen verhindem eine Storung des 
UMTS-Ubertragungspfades durch die hochfrequenzseitigen 
GSM-Komponenten. 

[0025] Daruber hinaus ist es von Vorteil, auch auf Basis- 
bandseite wahrend der Ubertragung von Signalen eines 
Standards die zum gerade nicht benutzten Standard gehori- 
gen Sende- und/oder Empfangspfade vom Obertragungs- 
pfad zu entkoppeln, um beispielsweise ein Ubersprechen 
von Signalen zu verhindem . 

[0026] Nachfolgend wird die Erfindung anhand mehrerer 
in der Zeichnung dargestellter Ausfuhrungsbeispiele weiter 
beschrieben. Es zeigen: 

[0027] Fig. 1 eine erste Ausfuhrungsform der Erfindung, 
bei der der gesamte Sende verkehr iiber die erste Gruppe von 
Signalleitungen, und der gesamte Empfangsverkehr iiber die 
zweite Gruppe von Signalleitungen ablauft; 
[0028] Fig. 2 eine zweite Ausfuhrungsform der Erfindung, 
bei der die gesamte GSM-Datenubertragung iiber die erste 
Gruppe von Signalleitungen erfolgt; 
[0029] Fig. 3 eine dritte Ausfuhrungsform der Erfindung, 
bei der der gesamte GSM-Daten verkehr iiber die zweite 
Gruppe von Signalleitungen abgewickelt wird. 
[0030] "Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsform 
der Erfindung werden iiber die erste Gruppe 4 von Signallei- 
tungen sowohl die UMTS-Sendesignale (UMTS TX) als 
auch die GSM-Sendesignale (GSM TX) ubertragen. Uber 
die zweite Gruppe 9 von Signalleitungen werden UMTS- 
Empfangssignale (UMTS RX) sowie GSM-Empfangssi- 
gnale (GSM RX) ubertragen. 

[0031] Im GSM-Sendebetrieb erzeugt der GSM-Modula- 
tor 1 ein digitales Basisbandsignal, das ein Inphase-Signal 
sowie ein Quadratur-Signal umfaBt. Der Digital/Analog- 
Wandler DAC 1 wandelt das digitale Inphase-Signal in ein 
analoges differentielles Inphase-Signal 2 um, und entspre- 
chend wandelt der DAC 2 das digitale Quadratur-Signal in 
ein analoges differentielles Quadratur-Signal 3 um. Die so 
erzeugten vier Signale (zwei Inphase- sowie zwei Quadra- 
tur-Signale) werden iiber die erste Gruppe 4 von Signallei- 
tungen (IT, ITX, QT, QTX) vom Basisband-Chip zu den 
Sendeeingangen 5 des GSM-Hochfrequenzchips (GSM-RF) 
ubertragen. Die entsprechenden vier Pins des Basisband- 
Chips sind auch mit den Eingangen 6 desUMTS-Sendebau- 
steins (UMTS-RF-TX) verbunden. Im GSM-Sendebetrieb 
konnen diese Eingange 6 hochohmig geschaltet werden. Al- 
temativ dazu kann sich der UMTS-Sendebaustein im inakti- 
ven Power-Down -Modus befinden. 

[0032] Die GSM-Empfangssignale (GSM RX) werden an 
den Ausgangen 7 des GSM-Hochfrequenzbausteins (GSM- 
RF) ausgegeben. Wichtig ist bei dieser Ausfuhrungsform, 
daB der GSM-Hochfrequenzbaustein separate Anschlusse 5 
und 7 fur den Sende- und den Empfangspfad aufweist, da 
andem falls die GSM-Sendesignale (GSM TX) in den Emp- 
fangspfad einkoppeln wiirden. Aus diesem Grund konnen 
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GSM-Hochfrequenzbausteine, die die Sende- und Ernp- 
fangssignale liber ein- und dieselbe Gruppe von Anschliis- 
sen multiplexer!, bei dieser Ausfuhrungsform der Erfindung 
nicht eingesetzt werden. 

[0033] Die GSM-Empfangssignale (GSM RX) umfassen 
em differentielles Inphase- sowie ein differentielles Quadra- 
tursignal und werden uber die zweite Gruppe 9 von Signal- 
leitungen (IR, IRX, QR, QRX) zum Basisbandbaustein 

T U ^ agen " Die Aus g &l g e 8 de * hoch&equenzseitigen 
UMTS-Ernpfangsbausteins (UMTS-RF-RX) sind wahrend 
des GSM-Empfangsbetriebs vorn Empfangspfad entkop- 
pelt. Das differentielle Inphase-Signal wird im Basisband- 
baustein zu den Eingangen 10 des Analog/Digital-Wandler 
GSM ADC 1 gefUhrt und digitalisiert. Ebenso wird das dif- 
ferentielle Quadratur-Signal zu den Eingangen 11 des GSM 
ADC 2 gefuhrt und in ein Digitalsignal umgewandelt Die 
beiden zum UMTS-Empfangspfad gehorigen Analog/Digi- 
tal-Wandler UMTS ADC 1 und UMTS ADC 2 konnen wah- 
rend des GSM-Empfangs inaktiv (hochohmig oder Power- 
Down) geschaltet sein. 

[0034] Im UMTS-Sendebetrieb erzeugt der UMTS-Mo- 
dulator 14 ein digitales Inphase-Signal, das durch DAC 1 in 
ein analoges differentielles Inphase-Signal 2 umgewandelt 
wird, sowie ein digitales Quadratur-Signal, das durch DAC 
2 in ein analoges differentielles Quadratur-Signal 3 umge- 
wandelt wird. Die so erhaltenen Signale werden uber die er- 
ste Gruppe 4 von Signalleitungen zu den Eingangen 6 des 
UMTS-Sendechips (UMTS-RF-TX) gefuhrt. Im UMTS- 
Sendebetrieb sind entweder die Eingange 5 des GSM-Hoch- 
frequenzchips hochohmig geschaltet, oder der GSM-RF- 
Baustein befindet sich im Power-Down-Modus. 
[0035] Beim UMTS-Empfang werden an den Ausgangen 
* <fes hochfrequenzseitigen UMTS-Empfangsbaustein 
N 4W v WAW umvicuucucii iiipnase- una i^uaaratur- 

mSS* ausge S eben - Diese UMTS-Empfangssignale 
(UMTS RX) gelangen uber die zweite Gruppe 9 von Signal- 

IRX ' QRt QRX) ZU den Ein g* n S en 12 des 
UMTS ADC 1, der das analoge Inphase-Signal digitalisiert, 
und zu den Eingangen 13 des UMTS ADC 2, der die Ana- 
log/Digital- Wandlung des analogen Quadratur-Signals 
durchfuhrt Die zum GSM-Empfangspfad gehorigen Wand- 
ler GSM ADC 1 sowie GSM ADC 2 werden fur den UMTS- 
Empfang nicht benotigt und konnen daher abgeschaltet oder 
hochohmig geschaltet werden. Auch der GSM-Hochfre- 
quenzbaustein GSM-RF wird wahrend des UMTS-Emp- 
fangs nicht benotigt und kann daher vom UMTS-Empfangs- 
pfad entkoppelt werden. 

[0036] Mit der in Fig. 1 gezeigten Anordnung laBt sich 
erne acht Pins umfassende Schnittstelle zwischen Basis- 
bandbaustein und HF-Bausteinen realisieren, mit der das 
gleichzeitige Senden und Empfangen von UMTS-Signalen 
genauso rnoglich ist wie das gleichzeitige Senden und Emp- 
fangen von GSM-Signalen. Dariiber hinaus ist es jedoch bei 
dieser Ausfiihrungsform auch rnoglich, wahrend einer be- 
stehenden GSM- Verbindung ein Monitoring der umliegen- 
den UMTS-Basisstationen durchzufuhren, weil gleichzeitig 
GSM-Signale gesendet und UMTS-Signale empfangen wer- 
den konnen. Auch ist es inoglich, wahrend eines UMTS- 
Sendebetriebs GSM-Signale zu empfangen. 
10037] In Fig. 2 ist eine alternative Ausfiihrungsform der 
Erfindung dargestellt, bei der sowohl der UMTS-Sendever- 
kehr (UMTS TX) als auch der gesamte GSM-Sende- und 
Empfangsverkehr (GSM TX, GSM RX) uber die erste 
Gruppe 18 von Signalleitungen abgewickelt wird. Die 
zweite Gruppe 25 von Signalleitungen diem dagegen aus- 
schlieBlich zur Ubertragung von UMTS-Empfangssignalen 
(UMTS RX). 

[0038] GSM-Sendesignale (GSM TX) werden durch den 



GSM-Modulator 15 erzeugt und durch die beiden Digital/ 
Analog-Wandler DAC 1 und DAC 2 in das differentielle In- 
phase-Signal 16 urfd in das differentielle Quadratur-Signal 
17 umgewandelt. Diese Signale gelangen uber die erste 
5 Gruppe 18 von Signalleitungen (IT, ITX, QT, QTX) zu den 
Eingangen 19 des GSM-Hochfrequenzbausteins GSM-RF. 
[0039] Bei der in Fig. 2 dargestellten Ausfuhrungsform 
der Erfindung mufi der GSM-RF-Baustein keine separaten 
Anschlusse fur den Sende- und Empfangspfad aufweisen. 
10 Bei dieser Ausfuhrungsform konnen daher auch solche 
GSM-Hochfrequenzbausteine zum Einsatz kommen, bei de- 
nen die Sendesignale (GSM TX) und die Empfangssignale 
(GSM RX) uber eine einzige Gruppe von Anschlussen 19 
im Multiplex-Betrieb eingelesen bzw. ausgegeben werden. 
15 [0040] Wahrend des GSM-Sendebetriebs kann der 
UMTS-Sendebaustein UMTS-RF-TX vom Sendepfad ent- 
koppelt sein. Zu diesem Zweck werden entweder die An- 
schlusse 22 hochohmig geschaltet oder es wird der gesamte 
UMTS-Sendechip UMTS-RF-TX abgeschaltet. Wahrend 
20 des GSM-Sendebetriebs kann auch der UMTS-Modulator 
23 vom Sendepfad entkoppelt werden. Die beiden zum 
GSM-Empfangspfad gehorigen Analog/Digital-Wandler 
GSM ADC 1 sowie GSM ADC 2 konnen wahrend des 
GSM-Sendebetriebs vom GSM-Sendepfad entkoppelt wer- 
25 den. 

[0041] Empfangene GSM-Signale (GSM RX) gelangen 
von den Ausgangen 19 des GSM-RF uber die erste Gruppe 
18 von Signalleitungen (IT, ITX, QT, QTX) zu den Eingan- 
gen 20, 21 der Wandler GSM ADC 1 und GSM ADC 2. Da 
30 es sich bei GSM urn ein Zeitschlitzverfahren (Time-Divi- 
sion Multiple Access) handelt, bei dem verschiedene Zeit- 
schlitze fur den Sende- und Empfangsbetrieb reserviert sind, 
kann uber die erste Gruppe 18 von Signalleituneen ein 
gieichzeitiger GSM-Sende- und Empfangsbetrieb abgewik- 
35 kelt werden. Wahrend des GSM-Empfangs kann der 
UMTS-Sendebaustein UMTS-RF-TX vom Pfad entkoppelt 
werden. Auch der UMTS-Modulator 23 kann wahrend des 
GSM-Betriebs heruntergefahren werden. Urn die Leistungs- 
aufnahme zu verringern, kann wahrend des GSM-Betriebs 
40 der komplette UMTS-Empfangspfad inaktiv geschaltet wer- 
den. 

[0042] Im UMTS-Sendebetrieb werden durch den UMTS- 
Modulator 23 Sendesignale (UMTS TX) erzeugt, die an- 
schlieBend von den DigitaJ/Analog-Wandlem DAC 1 und 
45 DAC 2 in differentielle Analog-Signale 16 und 17 umge- 
wandelt werden. Diese Analog-Signale werden uber die er- 
ste Gruppe 18 von Signalleitungen zu den Eingangen 22 des 
UMTS-Sendechips UMTS-RF-TX gefuhrt. Wahrend dieses 
Betriebsmodus wird der GS M-Hochfrequenzbaustein vom 
50 UMTS-Sendepfad entkoppelt. Auch der GSM-Modulator 
15 sowie die zum GSM-Empfangspfad gehorigen Wandler 
GSM ADC 1 und GSM ADC 2 konnen abgeschaltet bzw. 
hochohmig geschaltet werden. 

[0043] Der UMTS-Empfangspfad umfafit den hochfre- 
55 quenzseitigen UMTS-Empfangerbaustein UMTS-RF-RX, 
an dessen Ausgangen 24 die empfangenen UMTS-Signale 
(UMTS RX) anliegen. Diese Signale werden uber die zweite 
Gruppe 25 von Signalleitungen (IR, IRX, QR, QRX) zu den 
Eingangen 26 und 27 der beiden Wandierbau-Steine UMTS 
60 ADC 1 und UMTS ADC 2 gefuhrt, welche eine Digitalisie- 
rung der an ihren Eingangen anliegenden Analog-Signale 
durchfuhren. 

[0044] Da im GSM-Standard fur das Senden und Empfan- 
gen von Daten unterschiedliche Zeitschlitze reserviert sind, 
65 konnen uber die erste Gruppe 18 von Signalleitungen 
gleichzeitig GSM-Sendesignale (GSM TX) und GSM-Emp- 
fangssignale (GSM RX) Libertragen werden. 
[0045] Im UMTS-Srandard wird das CDMA-Verfahren 
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(Code-Division Multiple Access) verwendet, und deshaib 
sind fur das gleichzeitige Ubertragen yon Sende- und Emp- 
fangssignalen zwei separate Ubertragungswege erforder- 
lich. Diese sind bei dem in Fig. 2 gezeigten Ausfuhrungsbei- 
spiel vorhanden; die UMTS-Sendesignale werden uber die 
erste Gruppe 18 von Signalleitungen zur Hochfrequenzseite 
ubertragen, wahrend der Empfang von UMTS-Signalen 
uber die zweite Gruppe 25 von Datenleitungen erfolgt. Da- 
her ist gleichzeitiger UMTS-Sende- und Empfangsbetrieb 
moglich. 

[0046] Bei diesem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung ist es auBerdem moglich, wahrend des GSM-Sendebe- 
triebs uber den UMTS-Empfangspfad UMTS-Signale 
(UMTS RX) zu empfangen und ein Monitoring der umlie- 
genden UMTS-Sender durchzufiihren. 
[0047] Bei dem in Fig. 3 gezeigten dritten Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung wird lediglich der UMTS-Sendever- 
kehr (UMTS TX) iiber die erste Gruppe 42 von Signalleitun- 
gen abgewickelt, wahrend die GSM-Sende- und Empfangs- 
signale (GSM TX, GSM RX) sowie die UMTS-Empfangs- 
signale (UMTS RX) iiber die zweite Gruppe 31 von Signal- 
leitungen gefuhrt werden. 

[0048] Im GSM-Sendebetrieb erzeugt der GSM-Modula- 
tor 28 die basisbandseitigen Inphase- und Quadratursignale, 
die durch die Digital/Analog- Wandler DAC 1 und DAC 2 in 
differentielle Analog Signale gewandelt werden. Diese Si- 
gnale gelangen iiber die Verbindungsleitungen 29 und 30 
und iiber die zweite Gruppe 31 von Signalleitungen (IR, 
IRX, QR, QRX) zu den Eingangen 32 des GSM-Hochfre- 
quenzbausteins (GSM-RF). Wahrend des GSM-Betriebs 
konnen die zum UMTS-Empfangspfad gehorigen Wandler- 
bausteine UMTS ADC 1 und UMTS ADC 2 vom GSM- 
Ubertragungspfad entkoppelt werden. Der bzw. die hochfre- 
quenzseitigen UMTS-Bausteine (UMTS-RF-TX, UMTS- 
RF-RX) konnen wahrend des GSM-Betriebs ebenfails durch 
Hochohrnig-Schalten der Eingange 37, 38 bzw. durch Ab- 
schalten vom Sendepfad entkoppelt werden. 
[0049] Der GSM-Empfangspfad umfaBt den GSM-Hoch- 
frequenzbaustein GSM-RF, an dessen Ausgangen 32 die 
GSM -Ernpfangs signale (GSM RX) anliegen und iiber die 
zweite Gruppe 31 von Datenleitungen (IR, IRX, QR, QRX) 
zu den Eingangen 33, 34 der Wandlerbausteine GSM ADC 1 
und GSM ADC 2 gelangen. Wahrend des GSM-Empfangs- 
betriebs konnen die UMTS- Wandler UMTS ADC 1 und 
UMTS ADC 2 in den Power-Down-Modus geschaltet sein, 
oder ihre Eingange 35, 36 konnen hochohmig geschaltet 
sein. Wahrend des GSM-Empfangs konnen auBerdem der 
bzw. die UMTS-Hochfrequenzbausteine (UMTS-RF-TX, 
UMTS-RF-RX) vom GSM-Empfangspfad entkoppelt wer- 
den. 

[0050] Im UMTS-Sendebetrieb erzeugt der UMTS-Mo- 
dulator 39 Sendesignale (UMTS TX), die von den Wandlem 
DAC 1 und DAC 2 in ein differentielles Inphase-Signal 40 
sowie in ein differentielles Quadratur-Signal 41 umgewan- 
delt werden. Diese Signale werden durch die erste Gruppe 
42 von Signalleitungen (IT, ITX, QT, QTX) zu den Eingan- 
gen 37 des UMTS-Sendebausteins UMTS-RF-TX gefuhrt. 
Wichtig ist, dafl dieserUMTS-Sendepf ad vom UMTS-Emp- 
fangspfad entkoppelt wird. Die Signalleitungen 29, 30 miis- 
sen daher wahrend des UMTS-Sendens hochohmig geschal- 
tet werden, urn ein Ubersprechen der UMTS -Sendesignale 
auf die UMTS-Empfangsbausteine zu vermeiden. 
[0051] Der UMTS-Empfangspfad umfaBt den hochfre- 
quenzseitigen UMTS-Empfangsbaustein UMTS-RF-RX, an 
dessen Ausgangen 38 die empfangenen Signale UMTS RX 
anliegen und iiber die zweite Gruppe 31 von Signalleitungen 
zur Basisbandseite ubertragen werden. Der UMTS-Emp- 
fangspfad umfaBt. auBerdem die beiden Wandlerbausteine 



UMTS ADC 1 und UMTS ADC 2, welche die an ihren Ein- 
gangen 35, 36 anliegenden Analog-Signale digitalisieren. 
Wahrend des UMTS-Empfangs konnen die zum GSM- 
Empfangspfad gehorigen Wandler GSM ADC 1 und GSM 

5 ADC 2 inaktiv geschaltet sein. Die Eingange 32 des GSM- 
Hochfrequenzbausteins GSM-RF konnen wahrend des 
UMTS-Empfangs hochohmig geschaltet werden, alteraativ 
dazu kann der GSM-Chip in den Power-Down-Modus her- 
untergefahren werden. 

10 [0052] Da die UMTS- Sendesignale iiber die erste Gruppe 
42 und die UMTS-Empfangssignale iiber die zweite Gruppe 
31 von Signalleitungen ubertragen werden, ist im UMTS- 
Modus ein gleichzeitiges Senden und Empfangen moglich. 
Wegen der Zeitschlitz-Struktur von TDMA ist es auch im 

15 GSM-Modus moglich, den GSM-Sende- und Empfangsbe- 
trieb gleichzeitig iiber die zweite Gruppe 31 von Signallei- 
tungen abzuwickeln. 

[0053] Wahrend des UMTS-Sendebetriebs (UMTS TX), 
der iiber die erste Gruppe 42 von Signalleitungen erfolgt, 

20 kann iiber die zweite Gruppe 31 von Signalleitungen ein 
Monitoring (GSM RX) der GSM-Sender der Umgebung 
stattflnden. Wahrend des GSM-Sendebetriebs (GSM TX) 
dagegen, der iiber die zweite Gruppe 31 von Signalleitungen 
abgewickelt wird, scheint ein UMTS-Monitoring (UMTS 

25 RX) dagegen bei vordergrundiger Betrachtung unmoglich 
zu sein, weil auch die UMTS-Empfangsdaten iiber die 
zweite Gruppe 31 von Signalleitungen ubertragen werden. 
Dem ist aber nicht so. Im GSM-Sendebetrieb beansprucht 
die GSM-Signalubertragung die Schnittstelle 31 lediglich 

30 wahrend gewisser Zeitschlitze. Zwischen diesen fur die 
GSM-Datenubertragung benotigten Zeitfenstem gibt es 
freie Zeitintervalle, wahrend derer die Schnittstelle 31 an- 
derweittg genutzt werden kann. Wahrend dieser freien Zeit- 
intervalle konnen die Signale (UMTS RX) von umliegenden 

35 UMTS-Sendem uber die zweite Gruppe 31 von Signallei- 
tungen zu den basisbandseitigen Wandlern UMTS ADC 1 
und UMTS ADC 2 gelangen. 
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Patentanspruche 

1. Signalbussystem fur die Signaiubertragung zwi- 
schen einer Basisbandseite und einer Hochfrequenz- 
seite in Funkgeraten, wobei die Basisbandseite minde- 
stens einen Basisbandbaustein und die Hochfrequenz- 
seite mindestens einen Hochfrequenzbaustein (GSM- 
RF, UMTS-RF-TX, UMTS-RF-RX) umfaBt, 
welches eine erste Gruppe (4, 18, 42) von Signalleitun- 
gen aufweist, iiber die UMTS-Sendesignale (UMTS 
TX) von der Basisbandseite zur Hochfrequenzseite 
ubertragbar sind, und 

welches eine zweite Gruppe (9, 25, 31) von Signallei- 
tungen aufweist, uber die UMTS-Empfangssignale 
(UMTS RX) von der Hochfrequenzseite zur Basis- 
bandseite ubertragbar sind, dadurch gekennzekhnet, 
daB 

GSM-Sendesignale (GSM TX) von der Basisbandseite 
zur Hochfrequenzseite iiber mindestens eine der beiden 
Gruppen von Signalleitungen ubertragbar sind, und/ 
oder 

GSM- Empfang ssign ale (GSM RX) von der Hochfre- 
quenzseite zur Basisbandseite iiber mindestens eine der 
beiden Gruppen von Signalleitungen ubertragbar sind. 

2. Signalbussystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB 

der mindestens eine Hochfrequenzbaustein separate 
Anschlusse (5, 7) fur GSM-Sendesignale und GSM- 
Empfangssignale aufweist, 

GSM-Sendesignale (GSM TX) von der Basisbandseite 
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zur Hochfrequenzseite iiber die erste Gruppe (4) von 
Signalleitungen iibertragbar sind, und 
GSM-Empfangssignale (GSM RX) von der Hochfre- 
quenzseite zur Basisbandseite iiber die zweite Gruppe 
(9) von Signalleitungen iibertragbar sind. 5 

3. Signalbussystem nach Ansprucb 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB 

GSM-Sendesignale (GSM TX) von der Basisbandseite . 
zur Hochfrequenzseite iiber die erste Gruppe (18) von 
Signalleitungen iibertragbar sind, und 10 
GSM-Empfangssignale (GSM RX) von der Hochfre- 
quenzseite zur Basisbandseite ebenfalls iiber die erste 
Gruppe (18) von Signalleitungen iibertragbar sind. 

4. Signalbussystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS 1S 
GSM-Sendesignale (GSM TX) von der Basisbandseite 
zur Hochfrequenzseite iiber die zweite Gruppe (31) 
von Signalleitungen iibertragbar sind, und 
GSM-Empfangssignale (GSM RX) von der Hochfre- 
quenzseite zur Basisbandseite ebenfalls iiber die zweite 20 
Gruppe (31) von Signalleitungen iibertragbar sind. 

5. Signalbussystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Signallei- 
tungen einer Gruppe mindestens eine Signalleitung fur 
das Inphase-Signal (IT, IR) sowie mindestens eine Si- 25 
gnalleitung fur das Quadratur-Signal (QT, QR) umfas- 
sen. 

6. Signalbussystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Signallei- 
tungen als differentielle Signalleitungen (TT/iTX, QT/ 30 
QTX, ER/IRX, QR/QRX) ausgefiihrt sind. 

7. Signalbussystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Basis- 

HanHcpifP Pinon intaitnH.iii. Ti _ _i . 1 Ji . • 
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Senden und Empfangen von GSM- und UMTS-Signa- 35 
len umfaBt. 

8. Signalbussystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Hochfre- 
quenzseite mindestens einen UMTS-Hochfrequenz- 
baustein (UMTS-RF-TX, UMTS-RF-RX) sowie min- 40 
destens einen GSM-Hochfrequenzbaustein (GSM-RF) 
umfaBt. 

9. Signalbussystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der hochfre- 
quenzseitige UMTS-Sende- und/oder Empfangspfad 45 
wahrend der Ubertragung von GSM-Signalen vom 
Ubertragungspfad entkoppelt ist. 

10. Signalbussystem nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Anschlusse (6, 8, 22, 24, 37, 38) 
des mindestens einen UMTS-Hochfrequenzbausteins 50 
wahrend der Ubertragung von GSM-Signalen hochoh- 
mig geschaltet sind. 

11. Signalbussystem nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der mindestens eine UMTS-Hoch- 
frequenzbaustein (UMTS-RF-TX, UMTS-RF-RX) 55 
wahrend der Ubertragung von GSM-Signalen abge- 
schaltet ist. 

12. Signalbussystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der hochfre- 
quenzseitige GSM-Sende- und/oder Empfangspfad 60 
wahrend der Ubertragung von UMTS-Signaien vom 
Ubertragungspfad entkoppelt ist. 

13. Signalbussystem nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Anschlusse (5, 7, 19, 32) des 
mindestens einen GSM-Hochfrequenzbausteins wan- 65 
rend der Ubertragung von UMTS-Signaien hochohrnig 
geschaltet sind. 

14. Signalbussystem nach Anspruch 12, dadurch ge- 
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kennzeichnet, daB der mindestens eine GSM-Hochfre- 
quenzbaustein (GSM-RF) wahrend der ttbertragung 
von UMTS-Signaien abgeschaltet ist. 

15. Signalbussystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der basis- 
bandseitige GSM-Sende- und/oder Empfangspfad 
wahrend der Ubertragung von UMTS-Signaien vom 
Ubertragungspfad entkoppelt ist. 

16. Signalbussystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der basis- 
bandseitige UMTS-Sende- und/oder Empfangspfad 
wahrend der Ubertragung von GSM-Signalen vom 
Obertragungspfad entkoppelt ist. 

17. Verfahren zur Signalubertragung zwiscben einer 
Basisbandseite und einer Hochfrequenzseite in Funk- 
geraten, 

wobei die Ubertragung von UMTS-Sendesignalen 
(UMTS TX) von der Basisbandseite zur Hochfre- 
quenzseite iiber eine erste Gruppe (4, 18, 42) von Si- 
gnalleitungen erfolgt, und 

wobei die ttbertragung von UMTS-Empfangssignalen 
(UMTS RX) von der Hochfrequenzseite zur Basis- 
bandseite iiber eine zweite Gruppe (9, 25, 31) von Si- 
gnalleitungen erfolgt, gekennzeichnet durch folgende 
MaBnahmen: 

Ubertragen von GSM-Sendesignalen (GSM TX) von 
der Basisbandseite zur Hochfrequenzseite iiber minde- 
stens eine der beiden Gruppen von Signalleitungen, 
und/oder 

ttbertragen von GSM-Empfangssignalen (GSM RX) 
von der Hochfrequenzseite zur Basisbandseite iiber 
mindestens eine der beiden Gruppen von Signalleitun- 
gen. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

. GSM-Sendesignale (GSM TX) von der Basisbandseite 
zur Hochfrequenzseite iiber die erste Gruppe (4) von 
Signalleitungen ubertragen werden, und 
GSM-Empfangssignale (GSM RX) von der Hochfre- 
quenzseite zur Basisbandseite uber die zweite Gruppe 
(9) von Signalleitungen ubertragen werden. 

19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

GSM-Sendesignale (GSM TX) von der Basisbandseite 
zur Hochfrequenzseite uber die erste Gruppe (18) von 
Signalleitungen ubertragen werden, und 
GSM-Empfangssignale (GSM RX) von der Hochfre- 
quenzseite zur Basisbandseite ebenfalls iiber die erste 
Gruppe (18) von Signalleitungen ubertragen werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

GSM-Sendesignale (GSM TX) von der Basisbandseite 
zur Hochfrequenzseite uber die zweite Gruppe (31) 
von Signalleitungen ubertragen werden, und 
GSM-Empfangssignale (GSM RX) von der Hochfre- 
quenzseite zur Basisbandseite ebenfalls uber die zweite 
Gruppe (31) von Signalleitungen ubertragen werden. 

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 
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